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scher Trennung, enthaltend:

ein Halbleitersubstrat (1);

eine primare dielektrische Schicht (3-1), die unmittelbar an
einer gesamten Region einer ersten Hauptoberflache des
Halbleitersubstrats (1) angeordnet ist;

eine erste Halbleiterschicht (2) eines ersten Leitfahigkeit-
styps mit einer niedrigen Verunreinigungskonzentration,
die auf einer Oberflaiche der primaren dielektrischen
Schicht (3-1) dem Halbleitersubstrat (1) gegeniiberliegend
angeordnet ist, so dass die primare dielekirische Schicht
(3-1) zwischen der ersten Halbleiterschicht (2) des ersten
Leitfahigkeitstyps und dem Halbleitersubstrat (1) sand-
wichartig eingelegt ist;

eine zweite Halbleiterschicht (4) eines ersten Leitfahigkeit-
styps mit einer hohen Verunreinigungskonzentration, die
selektiv in der ersten Halbleiterschicht (2) oder auf deren
Oberflache gebildet ist;

eine dritte Halbleiterschicht (5) eines zweiten Leitfahigkeit-
styps mit einer hohen Verunreinigungskonzentration, die so
angeordnet ist, dass sie einen auleren Umfangsrand der
ersten Halbleiterschicht (2) in einem Abstand umgibt;
einen ringartigen Isolatorfilm (9), der so angeordnet ist,
dass er einen aulReren Umfangsrand der dritten Halbleiter-
schicht...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung, die
eine dielektrische Schicht und eine Rickflachenelektrode beinhaltet, die auf einer oberen Oberflache bzw. ei-
ner unteren Ruckflache eines Halbleitersubstrats vorgesehen ist. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung.

[0002] Eine Vielzahl von Halbleitervorrichtungen mit dielektrischer Trennung wurde bisher vorgeschlagen. Als
Beispiel wird auf das japanische Patent Nr. 2739018 (Fig. 52 bis 57) Bezug genommen.

[0003] Wie in Fig. 52 und 53 der vorstehend genannten Veréffentlichung gezeigt, sind eine dielektrische
Schicht und eine Rickflachenelektrode auf einer oberen Oberflache bzw. einer unteren Oberflache bzw. Rick-
flache eines Halbleitersubstrats in der im vorstehend genannten Patent aufgezeigten Halbleitervorrichtung mit
dielektrischer Trennung vorgesehen, wobei eine n™-Halbleiterschicht auf der oberen Oberflache der dielektri-
schen Schicht vorgesehen ist.

[0004] Die dielektrische Schicht isoliert das Halbleitersubstrat und die n~-Halbleiterschicht dielektrisch vonein-
ander, wobei die n-Halbleiterschicht durch einen Isolierfilm auf einen vorbestimmten Bereich beschrankt ist.

[0005] In dem vorstehend genannten vorbestimmten Bereich wird auf der Oberflache der n-Halbleiterschicht
eine n*-Halbleiterregion mit einem relativ niedrigen Widerstandwert gebildet. Ferner wird eine p*-Halbleiterre-
gion so gebildet, dass sie die n*-Halbleiterregion umgibt. Eine Kathodenelektrode und einen Anodenelektrode
werden mit der n*-Halbleiterregion bzw. der p*-Halbleiterregion in Kontakt gebracht, wobei die Kathodenelekt-
rode und die Anodenelektrode durch einen zwischengelegten Isolierfilm voneinander isoliert sind.

[0006] Wie Fig. 54 des vorstehend genannten japanischen Patents Nr. 2739018 zeigt, erstreckt sich oder
dehnt sich dann, wenn eine an die Kathodenelektrode angelegte Spannung mit positiver Polaritat (plus) in ei-
nem Zustand, in dem die Anodenelektrode und die Riickflachenelektrode jeweils auf Nullpotenzial gesetzt sind
(Null Volt oder 0 V), allmahlich erhéht wird, eine Verarmungsschicht von einem zwischen der n™-Halbleiter-
schicht und der p*-Halbleiterregion gebildeten pn-Ubergang aus. In diesem Zustand ist das Halbleitersubstrat
auf das Erdpotenzial festgelegt und dient durch das Medium der dielektrischen Schicht als Feldplatte. Folglich
dehnt sich zusatzlich zu der vorstehend genannten Verarmungsschicht eine zusatzliche Verarmungsschicht
von einer Grenze zwischen der n™-Halbleiterschicht und der dielektrischen Schicht zu der Oberflache der
n~-Halbleiterschicht hin aus.

[0007] Auf Grund der Erweiterung der zusatzlichen Verarmungsschicht neigt die zuerst genannte Verar-
mungsschicht dazu, sich zu der Kathodenelektrode hin auszudehnen, was zur Folge hat, dass die Intensitat
des elektrischen Feldes an dem pn-Ubergang zwischen der n-Halbleiterschicht und der p*-Halbleiterschicht
abgeschwacht oder vermindert wird. Dieser Effekt ist allgemein als RESURF-Effekt bekannt (Reduced SUR-
face Field — vermindertes Oberflachenfeld).

[0008] Wie in dem vorstehend genannten Patent und Bezug auf Fig. 55 beschrieben, kann mit der Verteilung
der elektrischen Feldintensitat in einem Abschnitt, der von der p*-Halbleiterregion ausreichend beabstandet ist,
der Gesamtspannungsabfall V, der in dem vorstehend genannten Abschnitt erscheint, durch den folgenden
Ausdruck (3) dargestellt werden:

V = q'N/(g,°€,)X(X?/2 + €5t XIE,) (3)

worin x die Breite der zusatzlichen Verarmungsschicht in vertikaler Richtung darstellt, t, die Dicke der dielekt-
rischen Schicht darstellt, N die Konzentration der Verunreinigung (cm) der n-Halbleiterschicht darstellt, £, die
Dielektrizitdtskonstante von Vakuum darstellt (C-V~"-cm™), ¢, die relative Dielektrizitatskonstante der n-Halb-
leiterschicht darstellt und ¢, die relative Dielektrizitdtskonstante der dielektrischen Schicht darstellt. In diesem
Zusammenhang wird angenommen, dass die obere Oberflache der n™-Halbleiterschicht am Ursprung der Ab-
szisse in der Verteilung der vorstehend erwahnten Feldintensitat platziert ist.

[0009] Aus dem Ausdruck (3) ist zu erkennen, dass die Breite x der zusatzlichen Verarmungsschicht in verti-
kaler Richtung abnimmt, wenn die Dicke t, der dielektrischen Schicht erhéht wird, wéhrend der Gesamtspan-
nungsabfall konstant gehalten wird. Dies bedeutet, dass der RESURF-Effekt abgeschwacht wird.

[0010] Andererseits wird unter der Bedingung, dass kein Lawinendurchbruch auf Grund der Konzentration
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des elektrischen Feldes an dem pn-Ubergang zwischen der n~-Halbleiterschicht und der p*-Halbleiterregion
und der Konzentration des elektrischen Feldes an der Grenzflache zwischen der n™-Halbleiterschicht und der
n*-Halbleiterregion stattfindet, die Sperrspannung (anders ausgedriickt die Spannungsfestigkeit) schliel3lich
durch den Lawinendurchbruch bestimmt wird, der durch die Konzentration des elektrischen Feldes an der
Grenzflache zwischen der n-Halbleiterschicht und der dielektrischen Schicht unmittelbar unter deren n*-Halb-
leiterregion ausgeldst wird.

[0011] Um die Halbleitervorrichtung in der Weise zu implementieren, dass die vorstehend genannte Bedin-
gung erflllt wird, ist es erforderlich, die Distanz zwischen der p*-Halbleiterregion und der n*-Halbleiterregion
ausreichend lange einzustellen, wahrend die Dicke d und die Verunreinigungskonzentration der n™-Halbleiter-
schicht optimiert wird.

[0012] In diesem Zusammenhang ist allgemein bekannt, dass die Konzentration des elektrischen Feldes an
der Grenzflache zwischen der n-Halbleiterschicht und der dielektrischen Schicht die Bedingungen fur den La-
winendurchbruch gerade erfiillt, wenn die Verarmung die Oberflache der n™-Halbleiterschicht von der Grenz-
flache zwischen der n-Halbleiterschicht und der dielektrischen Schicht erreicht hat, wie in der vorstehend ge-
nannten Patentbeschreibung unter Bezug auf Fig. 56 beschrieben wird. In diesem Fall erreicht die Verar-
mungsschicht die n-Halbleiterschicht, wobei die gesamte n™-Halbleiterschicht verarmt wird.

[0013] Unter der vorstehend genannten Bedingung kann die Sperrspannung V durch den folgenden Ausdruck
angegeben werden:

V = Ecr-(d/2 + g, t,/-€,) (4)

worin Ecr eine kritische elektrische Feldintensitat darstellt, bei der der Lawinendurchbruch stattfindet. Die Di-
cke der n*-Halbleiterregion wird vernachlassigt.

[0014] Wie ferner in der vorstehend genannten Patentbeschreibung unter Bezug auf Fig. 57 beschrieben,
nimmt in der Verteilung der elektrischen Feldintensitat in vertikaler Richtung in dem unmittelbar unter der
n*-Halbleiterregion gelegenen Abschnitt die elektrische Feldintensitat an der Grenzflache zwischen der
n~-Halbleiterschicht und der dielektrischen Schicht (eine im Abstand d von dem Ursprung zu der Elektrode hin
gelegene Stelle) die kritische elektrische Feldintensitat Ecr an.

[0015] In dem Fall, in dem die n-Halbleiterschicht aus Silizium gebildet ist, wahrend die dielektrische Schicht
aus einem Siliziumoxidfilm gebildet ist, sind die Werte der Distanz d und der Dicke t,, die zur Berechnung der
Sperrspannung V der Halbleitervorrichtungen gemal dem Ausdruck (4) herangezogen werden, allgemein fol-
gende:

d=4x10"

t,=2x10"

[0016] Die kritische elektrische Feldintensitat Ecr unterliegt in dem Einfluss der Dicke d der n™-Halbleiter-
schicht. Allgemein kann jedoch die kritische elektrische Feldintensitat Ecr ohne weiteres 4 x 10~ betragen.
Demgemal kann gemal Ausdruck (4) die Sperrspannung V wie folgt bestimmt werden:

V=320V (5)

vorausgesetzt, dass Ecr =4 x 10°, ¢, = 11,7, ¢, = 3,9.

[0017] Wenn somit die Dicke d der n™-Halbleiterschicht um 1 pm erhéht wird, wird eine Spannungszunahme
AV wie folgt bestimmt:

AV =Ecr x 0,5 x 10 =20 [V] (6)

[0018] Wenn andererseits die Dicke t, dielektrischen Schicht um 1 ym zunimmt, wird die Spannungszunahme
AV wie folgt bestimmt:

AV = Ecr x 11,7 x 104/3,9 = 120 [V](7)
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[0019] Wie aus den Ergebnissen der Ausdriicke (6) und (7) ersichtlich ist, kann die Sperrspannung (Span-
nungsfestigkeit) erhdht werden, indem die dielektrische Schicht dicker als die n™-Halbleiterschicht gebildet wird.
Mit anderen Worten kann die Sperrspannung oder Spannungsfestigkeit wirksamer erhdht oder verbessert wer-
den, indem die Dicke der Verdampfung in drei Schichten erhéht wird.

[0020] In diesem Zusammenhang sei ferner angemerkt, dass bei der Erhdhung der Dicke der n™-Halbleiter-
schicht Schwierigkeiten auftreten, da der Grabenatzungsprozess zur Bildung von tieferen Graben erforderlich
wird, was die Entwicklung einer neuen Atztechnik erfordert.

[0021] Wenn jedoch die Dicke t, der dielektrischen Schicht gesteigert wird, nimmt die Ausdehnung x der zu-
satzlichen Verarmungsschicht ab, womit der RESURF-Effekt reduziert wird. Mit anderen Worten nimmt die
Konzentration des elektrischen Feldes an dem pn-Ubergang zwischen der p*-Halbleiterregion und der n-Halb-
leiterschicht zu, was zur Folge hat, dass die Sperrspannung oder Spannungsfestigkeit der Halbleitervorrich-
tung durch den Lawinendurchbruch begrenzt wird, der an dem pn-Ubergang stattfindet.

[0022] Wie aus der vorstehenden Erlauterung deutlich wird, leidet die bisher bekannte Halbleitervorrichtung
der Bauart mit dielektrischer Trennung unter dem Nachteil, dass die Sperrspannung oder Spannungsfestigkeit
der Halbleitervorrichtung in Abh&ngigkeit von der Dicke t, der dielektrischen Schicht und der Dicke d der
n Halbleiterschicht begrenzt ist.

[0023] Die US 5561 077 A, welche zur Patentfamilie des japanischen Patents Nr. 2739018 gehort, offenbart
eine hinsichtlich der Spannungsfestigkeit verbesserte Halbleitervorrichtung und ein entsprechendes Herstel-
lungsverfahren. In der offenbarten Halbleitervorrichtung ist eine isolierende dielektrische Schicht vorgesehen,
welche ein Halbleitersubstrat von einer n-Halbleiterschicht trennt. Eine n*-Halbleiterregion, welche einen ge-
ringeren Widerstand aufweist als die n™-Halbleiterschicht, ist vergleichbar der Vorrichtung gemaf Fig. 52 des
japanischen Patents Nr. 2739018 von einer p*-Halbleiterregion umgeben. Die dielektrische Schicht besteht aus
einer relativ dicken Region und einer relativ diinnen Region. Die n*-Halbleiterregion, die iber der dicken Regi-
on angeordnet ist, beansprucht eine Flache geringerer Ausdehnung im Vergleich zur Ausdehnung der dicken
Region. Folglich kann durch die Bildung der dielektrischen dicken Schicht unter der ersten Halbleiterschicht die
Durchbruchspannung der Halbleitervorrichtung verbessert werden ohne den RESURF-Effekt zu vermindern.

[0024] Weitere dem Stande der Technik bekannte Halbleitervorrichtungen, welche eine Verbesserung der
Spannungsfestigkeit zum Ziele haben, sind beschreiben in der US 5 777 365 A, der US 6 326 292 B1, der US
6 069 396 A, der US 5 554 872 A und der US 5 294 825 A.

[0025] Im Hinblick auf den vorstehend beschriebenen Stand der Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung zu schaffen, deren Sperrspan-
nung nicht in Abhangigkeit von der Dicke der dielektrischen Schicht und der ersten Halbleiterschicht begrenzt
ist und die somit eine deutlich verbesserte Spannungsfestigkeit aufweist. Ferner ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung der vorstehend beschriebenen Halbleitervorrichtung der Bauart
mit dielektrischer Trennung zu schaffen.

[0026] Die Lésung der Aufgabe ergibt sich aus Patentanspruch 1 bzw. 5 Unteranspriiche beziehen sich auf
bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung, wobei auch andere Kombinationen von Merkmalen als in den
Ansprichen beansprucht moglich sind.

[0027] Im Hinblick auf die vorstehend beschriebene Aufgabe wird gemaf einem allgemeinen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung eine Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung geschaffen, die ein
Halbleitersubstrat, eine primare dielektrische Schicht, die unmittelbar an einer gesamten Region einer ersten
Hauptoberflache des Halbleitersubstrats angeordnet ist, eine erste Halbleiterschicht eines ersten Leitfahigkeit-
styps mit einer niedrigen Verunreinigungskonzentration, die auf einer Oberflache der primaren dielektrischen
Schicht dem Halbleitersubstrat gegenuiberliegend angeordnet ist, so dass die primare dielektrische Schicht
zwischen der ersten Halbleiterschicht des ersten Leitfahgikeitstyps und dem Halbleitersubstrat sandwichartig
eingelegt ist, eine zweite Halbleiterschicht eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer hohen Verunreinigungskon-
zentration, die selektiv in der ersten Halbleiterschicht oder auf deren Oberflache gebildet ist, eine dritte Halb-
leiterschicht eines zweiten Leitfahigkeitstyps mit einer hohen Verunreinigungskonzentration, die so angeordnet
ist, dass sie einen aulieren Umfangsrand der ersten Halbleiterschicht in einem Abstand umgibt, einen ringar-
tigen Isolatorfilm, der so angeordnet ist, dass er einen auReren Umfangsrand der dritten Halbleiterschicht um-
gibt, eine erste Hauptelektrode, die in Kontakt mit einer Oberflache der zweiten Halbleiterschicht angeordnet
ist, eine zweite Hauptelektrode, die in Kontakt mit einer Oberflache der dritten Halbleiterschicht angeordnet ist,
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eine plattenartige Ruckflachenelektrode, die unmittelbar an einer zweiten Hauptoberflache des Halbleitersub-
strats auf einer der ersten Hauptoberflache des Halbleitersubstrats entgegengesetzten Seite angeordnet ist,
und eine erste dielektrische Hilfsschicht, die unmittelbar unterhalb der zweiten Halbleiterschicht angeordnet ist
und mindestens einen Abschnitt hat, der mit einer zweiten Hauptoberflaiche der primaren dielektrischen
Schicht verbunden ist, enthalt, wobei die erste dielektrische Hilfsschicht so angeordnet ist, dass ein Ende der-
selben an einer Position angeordnet ist, die der ersten Hauptelektrode entspricht und sich Gber eine Region
mit einer GroRe erstreckt, die nicht kleiner als 40% einer Distanz zwischen der ersten Hauptelektrode und der
zweiten Hauptelektrode ist, und wobei die erste dielektrische Hilfsschicht in zylindrischer Form mit einem Bo-
den und schalenahnlich geformt ist und sowohl mit dem Halbleitersubstrat als auch der priméaren dielektrischen
Schicht verbunden ist.

[0028] Im Vergleich zum Stand der Technik, insbesondere zu den Gegenstanden der US 5 561 077 A und des
japanischen Patents Nr. 2739018, weist der Aufbau der vorliegenden Halbleitervorrichtung eine Struktur auf,
welche die erste elektrische Hilfsschicht fiir die Gewahrleistung einer hohen Spannungsfestigkeit so anbringt,
dass ein Ende derselben an einer Position angeordnet ist, die der ersten Hauptelektrode entspricht und sich
Uber eine Region mit einer GroRe erstreckt, die nicht kleiner als 40% einer Distanz zwischen der ersten Haup-
telektrode und der zweiten Hauptelektrode ist. Uberdies ist die erste dielektrische Hilfsschicht der vorliegenden
Halbleitervorrichtung in zylindrischer Form mit einem Boden und schalenahnlich geformt und sowohl mit dem
Halbleitersubstrat als auch mit der primaren dielektrischen Schicht verbunden, und gewahrleistet somit hdhere
mechanische wie auch elektrische Stabilitat.

[0029] Gemal einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung einer
Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung in der Form einer Halbleitervorrichtung des late-
ralen Array-Typs mit hoher Nennspannung geschaffen, der in einem dielektrisch isolierten Substrat implemen-
tiert ist und eine erste Hauptelektrode und eine zweite Hauptelektrode hat, die so gebildet ist, dass sie die erste
Hauptelektrode umgibt, und ein Halbleitersubstrat enthalt, das auf einer Riickenflachenseite des dielektrisch
isolierten Substrats angeordnet ist, um als Sockel (Basis) zu dienen, welches Verfahren die Schritte des Ent-
fernens des Halbleitersubstrats durch Atzung mit KOH innerhalb einer Region, die die erste Hauptelektrode
bedeckt und sich Uiber eine Flache mit einer GréRe erstreckt, die nicht kleiner als 40% einer Distanz zwischen
der ersten Hauptelektrode und der zweiten Hauptelektrode ist, des Bildens eines ersten vergrabenen Isolator-
films in der Region und des Bildens eines zweiten vergrabenen Isolatorfilms unmittelbar unterhalb des ersten
vergrabenen Isolatorfilms in Kontakt mit diesem enthalt.

[0030] Die vorstehend genannten sowie weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
aus der folgenden Beschreibung von als Beispiele angefiihrten bevorzugten Ausfihrungsformen in Verbindung
mit den beiliegenden Zeichnungen besser verstandlich.

[0031] FEig. 1 ist eine teilweise geschnittene perspektivische Ansicht, die einen Halbleiter der Bauart mit die-
lektrischer Trennung gemaf einer ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen Teil des Halbleiters der Bauart mit dielektrischer Trennung ge-
maR der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt;

[0033] Eig. 3 ist eine Schnittansicht, die den Betriebsablauf zum Halten einer Vorwartssperrspannung in dem
Halbleiter der Bauart mit dielektrischer Trennung gemaR der ersten Ausflihrungsform der Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 4 ist eine Ansicht zur Erlauterung einer Verteilung der elektrischen Feldintensitat in einem durch
eine Linie A-A' in Fig. 3 angegebenen Schnitt;

[0035] Fig. 5 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung des Betriebsablaufes des Halbleiters mit dielektrischer
Trennung gemal der ersten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung in einem Sperrspannungszustand;

[0036] Fig. 6 ist eine Ansicht zur Erlauterung einer Verteilung der elektrischen Feldintensitat in einem durch
eine Linie B-B' in Fig. 5 angegebenen Schnitt;

[0037] FEig. 7 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung der Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaf der ersten Ausflihrungsform der vor-
liegenden Erfindung;

[0038] Fig. 8 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Herstellungsverfahren
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gemal der ersten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0039] Fig. 9 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Herstellungsverfahren
gemal der ersten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0040] Fig. 10ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines weiteren Prozesses in dem Herstellungsverfahren
gemal der ersten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0041] Fig. 11 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung gemaR einer zweiten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 12 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der zweiten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0043] Fig. 13 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0044] Fig. 14 ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaR einer dritten Ausfihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0045] Fig. 15 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der dritten Ausfihrungsform der Erfindung;

[0046] Fig. 16 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der dritten Ausfiihrungsform der Erfindung;

[0047] FEig. 17 ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaf einer vierten Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0048] Fig. 18 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der vierten Ausfiihrungsform der Erfindung;

[0049] Fig. 19 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der vierten Ausfiihrungsform der Erfindung;

[0050] Fig. 20 ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaR einer flinften Ausfliihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0051] FEig. 21 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der flinften Ausfihrungsform der Erfindung;

[0052] Fig. 22 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Herstellungsverfahren
gemal der funften Ausfihrungsform der Erfindung;

[0053] Fig. 23 ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaR einer sechsten Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0054] Fig. 24 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der sechsten Ausfliihrungsform der Erfindung;

[0055] Fig. 25 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Herstellungsverfahren
gemal der sechsten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0056] Fig. 26 ist eine Schnittansicht zur Erlduterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Verfahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaR einer siebten Ausfiihrungsform der
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vorliegenden Erfindung;

[0057] Fig. 27 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der siebten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0058] Fig. 28 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der siebten Ausflihrungsform der Erfindung;

[0059] Fig. 29 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines Schrittes oder Prozesses in einem Ver‘ahren zur
Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung gemaf einer achten Ausflihrungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0060] Fig. 30 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der achten Ausfiihrungsform der Erfindung; und

[0061] Fig. 31 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung eines weiteren Prozesses in dem Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung gemaf der achten Ausfiihrungsform der Erfindung.

[0062] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung im Detail in Verbindung mit den gegenwartig als bevorzugt
oder typisch betrachteten Ausfiihrungsformen unter Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. In der folgenden
Beschreibung bezeichnen gleiche Bezugszeichen in den verschiedenen Ansichten gleiche oder entsprechen-
de Teile. In der folgenden Beschreibung sind Begriffe wie "oben", ,unten", ,hinten", ,vertikal" und dergleichen
nur der Einfachheit halber verwendet und sind nicht als einschrankende Begriffe auszulegen.

Ausfuhrungsform 1

[0063] Nachfolgend wird unter Bezug auf die Zeichnungen eine erste Ausfiihrungsform der vorliegenden Er-
findung beschrieben. Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die in einer Teilschnittansicht die Halbleitervor-
richtung 100 mit dielektrischer Trennung gemaR der ersten Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt,
und Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen Teil der in Fig. 1 gezeigten Halbleitervorrichtung 100 darstellt.

[0064] Wie Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, enthalt die Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Tren-
nung ein Halbleitersubstrat 1, eine n™-Halbleiterschicht 2, eine dielektrische Schicht, die allgemein mit Bezugs-
zeichen 3 bezeichnet ist, eine n*-Halbleiterregion 4, eine p*-Halbleiterregion 5, Elektroden 6 und 7, eine auf-
gedampfte Ruckflachenelektrode (nachfolgend einfach als ,Rickflachenelektrode" bezeichnet) 8 und Isolator-
filme 9 und 11.

[0065] Die dielektrische Schicht 3 und die Rickflachenelektrode 8 werden jeweils auf der oberen Oberflache
bzw. der unteren oder Riickflache des Halbleitersubstrats 1 gebildet.

[0066] Die n-Halbleiterschicht 2 wird auf der oberen Oberflache der dielektrischen Schicht 3 gebildet, wobei
das Halbleitersubstrat 1 und die n-Halbleiterschicht 2 durch die dazwischen liegende dielektrische Schicht 3
isoliert oder voneinander getrennt werden.

[0067] Der Isolatorfiim 9, der im Querschnitt ringférmig ist, dient dazu, die n™-Halbleiterschicht 2 auf eine vor-
bestimmte kreisférmige Region zu begrenzen.

[0068] Innerhalb der durch den Isolatorfilm 9 begrenzten vorbestimmten Region wird auf der oberen Oberfla-
che der n-Halbleiterschicht 2 die n*-Halbleiterregion 4 gebildet, die einen niedrigeren Widerstandswert als die
n~-Halbleiterschicht 2 hat. Ferner wird in der n-Halbleiterschicht 2 die p*-Halbleiterregion 5 so gebildet, dass
sie die n*-Halbleiterregion 4 umgibt.

[0069] Die p*-Halbleiterregion 5 wird selektiv in der oberen Oberflache der n-Halbleiterschicht 2 gebildet.

[0070] Die Elektroden 6 und 7 werden mit der n*-Halbleiterregion 4 bzw. p*-Halbleiterregion 5 in Kontakt ge-
bracht, wobei die Elektroden 6 und 7 durch den Isolatorfilm 11 voneinander isoliert sind.

[0071] In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dass die Elektroden 6 und 7 als die Kathodenelektrode bzw.

die Anodenelektrode dienen. Demgeman werden diese Elektroden 6 und 7 zur Erleichterung der Beschreibung
nachfolgend auch als ,Kathodenelektrode 6" bzw. ,Anodenelektrode 7" bezeichnet.
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[0072] Die dielektrische Schicht 3 ist in eine erste Region 3-1, die durch eine relative diinne dielektrische
Schicht gebildet ist, und eine zweite Region 3-2, die durch eine eine relativ dicke dielektrische Schicht gebildet
ist, unterteilt.

[0073] Die n*-Halbleiterregion 4 wird lber der zweiten Region 3-2 der dielektrischen Schicht 3 in einem
schmaleren Bereich als die letztere gebildet.

[0074] Fig. 3 ist eine Schnittansicht zur Erlauterung des Betriebsablaufes zum Halten einer V in der Halblei-
tervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung, die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist. Ferner zeigt
Fig. 4 die Erlauterung einer Verteilung der elektrischen Feldintensitat in einem Schnitt entlang einer Linie A-A'

in Fig. 3.

[0075] In Eig. 3 sind die Dicke t, der ersten Region (dielektrische Schicht) 3-1, ein Rand 31 der zweiten Re-
gion (dielektrische Schicht) 3-2, Verarmungsschichten 41a und 41b, die in dem Zusammenhang mit der
n~-Halbleiterschicht 2 auftreten, die Dicke x der Verarmungsschicht 41b und eine Distanz L zwischen der Ka-
thodenelektrode 6 und der Anodenelektrode 7 gezeigt.

[0076] In dem in Fig. 3 gezeigten Aufbau erstreckt sich dann, wenn sowohl die Anodenelektrode 7 als auch
die Rickflachenelektrode 8 auf Erdpotenzial (0 (Null) Volt) gesetzt sind, wahrend an die Kathodenelektrode 6
eine positive Spannung (+ V) angelegt wird, die allmahlich gesteigert wird, die Verarmungsschicht 41a von ei-
nem pn-Ubergang, der zwischen der n-Halbleiterschicht 2 und der p*-Halbleiterregion 5 gebildet ist.

[0077] In diesem Fall dient das Halbleitersubstrat 1 als eine Feldplatte, die durch die zwischengelegte dielek-
trische Schicht 3 auf Erdpotenzial festgelegt ist. Folglich erstreckt sich die Verarmungsschicht 41b von einer
Grenzflache zwischen der n~-Halbleiterschicht 2 und der dielektrischen Schicht 3 in Richtung zu der oberen
Oberflache der n™-Halbleiterschicht 2 hin.

[0078] Als Folge davon wird das elektrische Feld an dem pn-Ubergang zwischen der n™-Halbleiterschicht 2
und der p*-Halbleiterregion 5 unter dem vorstehend beschriebenen RESURF-Effekt (Reduced Surface Field)
abgeschwacht oder vermindert.

[0079] Im Ubrigen ist der Rand 31 der zweiten Region 3-2 der dielektrischen Schicht auf eine Position einge-
stellt, die von der Kathodenelektrode 6 um mindestens 40% der Distanz L zwischen der Anodenelektrode 7
und der Kathodenelektrode 6 beabstandet ist.

[0080] Fig. 4 zeigt eine Verteilung der elektrischen Feldintensitat an einer Stelle, die ausreichend von der
p*-Halbleiterregion 5 entfernt ist (Schnitt entlang der Linie A-A'" in Eig. 3).

[0081] In Fig. 4 ist die Distanz zu der Rickflachenelektrode 8 entlang der Abszisse aufgetragen und die elek-
trische Feldintensitat entlang der Ordinate. In Eig. 4 wird angenommen, dass die obere Oberflache der
n~-Halbleiterschicht 2 am Ursprung der Abszisse gelegen ist. Ferner stellt in Fig. 4 x die Dicke (Ausdehnung)
der Verarmungsschicht 41b dar und t, stellt die Dicke der dielektrischen Schicht 3-1 dar.

[0082] Der Gesamtspannungsabfall an dem durch die Linie A-A' in Fig. 3 angegebenen Schnitt ist durch den
Ausdruck (3) gegeben, der zuvor in Verbindung mit der bisher bekannten Halbleitervorrichtung der Bauart mit
dielektrischer Trennung genannt wurde.

[0083] Mit anderen Worten wird auch fiir einen gleichen Gesamtspannungsabfall oder vollstandigen Span-
nungsabfall die Ausdehnung x der Verarmungsschicht 41b reduziert, wenn die Dicke t, der dielektrischen
Schicht 3 erhéht wird, was zur Folge hat, dass der RESURF-Effekt abgeschwécht wird.

[0084] Andererseits kann unter der Bedingung, dass auf Grund der Konzentration des elektrischen Feldes an
dem pn-Ubergang zwischen der n-Halbleiterschicht 2 und der p*-Halbleiterregion 5 und der Konzentration des
elektrischen Feldes an der Grenzflache zwischen der n™-Halbleiterschicht 2 und der n*-Halbleiterregion 4 kein
Lawinendurchbruch stattfinden kann, die Sperrspannung V (d. h. mit anderen Worten die Spannungsfestigkeit)
der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung schlussendlich durch den Lawinendurch-
bruch auf Grund der Konzentration des elektrischen Feldes an der Grenzflache zwischen der n™-Halbleiter-
schicht 2 und der dielektrischen Schicht 3-1 unmittelbar unterhalb der n*-Halbleiterregion 4 bestimmt werden.

[0085] Um die Halbleitervorrichtung 100 in der Weise zu verwirklichen, dass die vorstehend genannten Be-
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dingungen erfiillt werden kdnnen, sollte die Distanz L zwischen der p*-Halbleiterregion 5 und der n*-Halbleiter-
region 4 ausreichend lang gewahlt werden, wahrend die Dicke d der n-Halbleiterschicht 2 und deren Verun-
reinigungskonzentration N optimiert werden.

[0086] Um beispielsweise die Sperrspannung von 600 V sicherzustellen, sollte die Distanz L vorzugsweise
so ausgewahlt werden, dass sie innerhalb eines Bereichs von 70 ym bis 100 um liegt.

[0087] Fig. 5ist eine Schnittansicht zur Erlauterung des Betriebsablaufes zum Halten der Vorwartssperrspan-
nung in der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung unter der vorstehend beschriebe-
nen Bedingung.

[0088] Es ist allgemein bekannt, dass die vorstehend genannte Bedingung bedeutet, dass gerade dann,
wenn die Verarmung von der Grenzflache zwischen der n"-Halbleiterschicht 2 und der dielektrischen Schicht
3-1 zu der Oberflache der n-Halbleiterschicht 2 hin stattfindet, die Konzentration des elektrischen Feldes an
der Grenzflache zwischen der n-Halbleiterschicht 2 und der dielektrischen Schicht 3-1 die Lawinenbedingung
erflllt.

[0089] Fig. 5 zeigt einen Zustand, in dem die Verarmungsschicht 41b die n*-Halbleiterregion 4 erreicht hat
und die vollstandige Verarmung in der n"-Halbleiterschicht 2 aufgetreten ist.

[0090] Unter der soeben vorstehend genannten Bedingung kann die Sperrspannung V durch den Gesamt-
spannungsabfall an der Stelle unmittelbar unterhalb der n*-Halbleiterregion 4 (d. h. dem durch eine Linie B-B'
in Fig. 5 angegebenen Schnitt) dargestellt werden und mathematisch wie folgt ausgedriickt werden:

V = Ecr(d/2 + g, t,/€5) (8)

worin t, wie Gesamtdicke [cm] der dielektrischen Schicht 3-1 und der dielektrischen Schicht 3-2 darstellt, wobei
die Dicke der n*-Halbleiterregion 4 vernachlassigt wird.

[0091] Im Ubrigen entspricht der vorstehende Ausdruck (8) dem Ausdruck (4), wobei die Dicke t, durch t, er-
setzt ist.

[0092] Fig. 6 ist eine Ansicht zur Erlauterung einer Verteilung der elektrischen Feldintensitat an dem durch
die Linie B-B' in Eig. 5 angegebenen Schnitt.

[0093] In Fig. 6 hat die elektrische Feldintensitat an der Grenze zwischen der n™-Halbleiterschicht 2 und der
dielektrischen Schicht 3 (d. h. die Stelle, die mit der Distanz d von dem Ursprung zu der Rickflachenelektrode
8 beabstandet ist) die kritische elektrische Feldintensitat Ecr erreicht.

[0094] Wie aus den vorstehend angefiihrten Ausdriicken (3) und (8) ersichtlich ist, kann mit anderen Worten
die Sperrspannung (die Spannungsfestigkeit) im Vergleich zu der bisher bekannten Vorrichtung gesteigert wer-
den, indem die Dicke t, der ersten dielektrischen Schicht 3-1 relativ klein eingestellt wird, um dadurch den RE-
SURF-Effekt gegen eine Abschwéachung zu schitzen, wahrend die Dicke t, der dielektrischen Schicht 3 in dem
Bereich, in dem die zweite dielektrische Schicht 3-2 gebildet wird, relativ grof’ eingestellt wird.

[0095] Nachfolgend wird unter Bezug auf Fig. 7 bis Fig. 10, die Herstellungsschritte oder -prozesse jeweils
in Schnittansichten darstellen, ein Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektri-
scher Trennung gemaR der ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung erlautert. In Fig. 7 bis Fig. 10
sind Teile oder Bauelemente, die den vorstehend unter Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 3 und Fig. 5 beschriebenen
ahnlich oder diesen gleich sind, durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet, und auf eine wiederholte Beschrei-
bung derselben im Detail wird verzichtet.

[0096] Zunachst sei unter Bezug auf Fig. 7 angenommen, dass in der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart
mit dielektrischer Trennung durch einen Waferprozess, der auf einem SOI-Substrat (Silizium auf Isolator) aus-
geflhrt wurde, ein Hochspannungsvorrichtungsabschnitt verwirklicht wurde, in welchem die erste dielektrische
Region (3-1) mit relativ kleiner Dicke gebildet wurde.

[0097] Ausgehend von diesem Zustand der Halbleitervorrichtung 100 wird eine Isolatorfiimmaske 101

(CVD-Oxidfilm, CVD-Nitridfilm, Plasmanitridfilm oder dergleichen) auf der Riickflache des Halbleitersubstrats
1 gebildet, wie Fiq. 7 zeigt.
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[0098] Die Isolatorfilmmaske 101 wird so gebildet, dass sie mit dem Muster auf der Hauptoberflache der Halb-
leitervorrichtung 100 (der Oberflache der n™-Halbleiterschicht 2) Gbereinstimmt und wird so ausgerichtet, dass
sie die Kathodenelektrode 6 umgibt. In Fig. 7 in der Schnittansicht ist nur ein Halftenabschnitt der Isolatorfilm-
maske 101 dargestellt, der die Kathodenelektrode 6 auf einer Seite umgibt.

[0099] AnschlieRend wird das Halbleitersubstrat 1 durch einen KOH-Atzungsprozess in der geéffneten oder
mit Fenstern versehenen Region der auf der Riickflache abgeschiedenen Isolatorfilmmaske 101 durchgefiihrt,
um dadurch die dielektrische Schicht 3-1 freizulegen, wie in Fig. 8 erkennbar ist.

[0100] In diesem Fall ist die von der auf der Rickflache freigelegten dielektrischen Schicht 3-1 eingenomme-
ne Region so definiert, dass die Kathodenelektrode 6 von der dielektrischen Schicht 3-1 umgeben ist und dass
die dielektrische Schicht 3-1 um die Kathodenelektrode 6 Uiber eine Flache freigelegt ist, deren Radius mindes-
tens 40% der Distanz L zwischen der Kathodenelektrode 6 und der Anodenelektrode 7 betragt.

[0101] AnschlieBend wird der Prozess zur Bildung der dielektrischen Schicht 3-2 tber die gesamte Ruckfla-
che des Halbleitersubstrats 1 durchgefihrt, wie in Fig. 9 gezeigt. Genauer ausgedriickt wird dieser Schritt wie
nachfolgend beschrieben durchgefihrt.

[0102] Auftragsprozesse und ein Hartungsprozess werden aufeinanderfolgend mit einer ersten PVSQ-Lack-
schicht mit relativ niedriger Prézision und einer zweiten PVSQ-Lackschicht mit relativ hoher Prazision ausge-
fuhrt, um so den Film zu bilden.

[0103] An diesem Punkt sei erwahnt, das die dielektrische Schicht 3-2 (zweiter eingegrabener Isolatorfilm)
aus einem geharteten Film aus mindestens einem hartbaren Polymer gebildet wird, das ausgewahlt ist aus ei-
ner Gruppe bestehend aus einem Polymer der Siliziumserie, einem Polymer der Polyimidserie, einem Polymer
der Polyimidsiliziumserie, einem Polymer der Polyallylenetherserie, einem Polymer der Bis-benzo-cyclobutan-
serie, einem Polymer der Polychinolinserie, einem Polymer der Perfluorkohlenwasserstoffserie, einem Poly-
mer der Fluorkohlenwasserstoffserie, einem Polymer der aromatischen Kohlenwasserstoffserie, einem Poly-
mer der Borazinserie und Halogeniden oder Deuteriden einzelner vorstehend genannter Polymere.

[0104] Alternativ kann die dielektrische Schicht 3-2 aus einem geharteten Film aus einem Polymer der Silizi-
umserie gebildet werden, der durch die nachstehend angefiihrte allgemeine Formel dargestellt ist:

[Si(042)a [R'SI(O;2)3) [R?RSi(O4 ), ], [R*R°RSIO ], (1)

worin R', R%, R®, R* R® und R® die gleiche oder eine unterschiedliche Arylgruppe, Wasserstoffgruppe, Alkyl-
gruppe der aliphatischen Serie, Trialkylsilylgruppe, Deuteriumgruppe, Deuteroalkylgruppe, Fluorgruppe, Fluo-
ralkylgruppe oder funktionelle Gruppe mit ungesattigten Bindungen darstellen und k, |, m, und n ganze Zahlen
jeweils gréRer als 0 (Null) sind. Ferner stellt ,2k + (3/2)| + m + (1/2)n" eine natlrliche Zahl dar. Ferner ist das
mittlere Molekulargewicht jedes Polymers gréRer als ,50" inklusive. Ferner sind molekulare Endgruppen glei-
che oder unterschiedliche Arylgruppen, Wasserstoffgruppen, Alkylgruppen der aliphatischen Serie, Hydroxyl-
gruppen, Trialkylsilylgruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen oder
funktionelle Gruppen mit ungesattigten Bindungen.

[0105] Ferner werden zur Herstellung der ersten und der zweiten PVSQ-Lackschicht durch die nachstehend
angegebene allgemeine Formel (2) gegebene Polymere in Betracht gezogen.

9 - - (2)

R40 Si 0 / Re
\ R n

worin R, und R, gleiche oder unterschiedliche Arylgruppen, Wasserstoffgruppen, Alkylgruppen der aliphati-
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schen Serie, Hydroxylgruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen
oder funktionelle Gruppen mit ungesattigten Bindungen darstellen. Ferner sind R,, R,, R; und R, gleiche oder
unterschiedliche Wasserstoffgruppen, Arylgruppen, Alkylgruppen der aliphatischen Serie, Trialkylsilylgruppen,
Hydroxylgruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen oder funktionel-
le Gruppen mit ungesattigten Bindungen. Ferner stellt n eine ganze Zahl dar und das mittlere Molekulargewicht
jedes Polymers ist groRer als ,50" inklusive.

[0106] An diesem Punkt sei hinzugefligt, dass 95% der funktionellen Gruppen R, und R, ein Phenylradikal
sind, wobei 5% davon eine Vinylgruppe oder -radikal sind. Andererseits stellen alle R, bis R, atomaren Was-
serstoff dar.

[0107] Siliziumpolymer (Harz A) mit 150 k mittlerem Molekulargewicht, das durch die allgemeine Formel (2)
dargestellt werden kann, wird in einer Anisollésung geldst, um den ersten Lack mit 10 Gew.-% Feststoffkon-
zentration beziehungsweise den zweiten Lack mit 15 Gew.-% Feststoffkonzentration herzustellen, um sequen-
ziell den Auftragprozess und den Hartungsprozess durchzufihren.

[0108] Genauer ausgedriuckt wird PVSQ mit 150 k Molekulargewicht durch die Anisollésung mit 10 Gew.-%
geldst, um den ersten Lack herzustellen, wahrend der zweite Lack durch Auflésen von PVSQ mit 150 k Mole-
kulargewicht in der Anisollésung von 15 Gew.-% hergestellten wird, woraufhin die Lackauftragprozesse bei 100
min~" Gber 5 Sekunden, 300 min~" Gber 10 Sekunden und 500 min~" ber 60 Sekunden ausgefihrt werden.
Nach den Auftragprozessen wird ein Hartungsprozess durch allmahliches Abkulihlen bei einer Temperatur von
350°C Uber mehr als eine Stunde durchgefuhrt.

[0109] Auf diese Weise kann in der mit Fenstern versehenen oder gedffneten Region der Rickflache der
Halbleitervorrichtung 100 die dielektrische Schicht 3-2 gebildet werden, in der eine Variation oder Unebenhei-
ten der Filmdicke wirksam unterdriickt wurden.

[0110] Ferner kann durch Optimieren der Tropfrate die Filmdicke ebenfalls optimal gesteuert werden.

[0111] SchlieBlich wird die gesamte Ruckflache der Halbleitervorrichtung 100 einem Polierprozess unterzo-
gen, um dadurch die auf dem Halbleitersubstrat 1 gebildete dielektrische Schicht 3-2 zu entfernen, woraufhin
die Rickflachenelektrode 8, die aus einer Metallbedampfungsschicht (beispielsweise durch die Verdampfung
von Ti, Ni und Au in drei Schichten oder einen ahnlichen Prozess) gebildet wird.

[0112] Als Folge davon haben die dielektrischen Schichten 3-1 und 3-2 der Halbleitervorrichtung 100 der Bau-
art mit dielektrischer Trennung einen grof3en Anteil oder Teil des Spannungsabfalls in der ersten Region (die
elektrische Schicht 3-1 mit der Dicke t,) gemeinsam, wo die Sperrspannung zu bestimmen ist, wahrend in der
zweiten Region (die dielektrische Schicht 3-2 mit der Dicke t,), die einen Einfluss auf den RESURF-Effekt aus-
Ubt, die Konzentration des elektrischen Feldes zwischen der ersten Halbleiterschicht und der dritten Halblei-
terschicht abgeschwacht werden kann. Auf diese Weise kdnnen die vorstehend genannten gewlinschten elek-
trischen Eigenschaften verwirklicht werden.

[0113] Wie aus der vorstehenden Erlauterung deutlich wird, kann die Spannungsfestigkeit der Halbleitervor-
richtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung gemalf der Lehre der Erfindung, die in der vorstehend be-
schriebenen Ausfiihrungsform umgesetzt wurde, betrachtlich verbessert werden, ohne den RESURF-Effekt zu
beeintrachtigen. Ferner wurde ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem die Herstellung der Halbleitervorrichtung
100 mit dielektrischer Trennung problemlos mdglich ist.

[0114] Ferner kann durch die Optimierung der Filmdicke der primaren dielektrischen Schicht 3-1 und der di-
elektrischen Hilfsschicht 3-2 ohne grundsétzliche Anderungen oder Variationen des Aufbaus der SOI-Schicht
eine betrachtliche Verbesserung der Spannungsfestigkeit erzielt werden.

[0115] Da zusatzlich kein nachteiliger Einfluss auf die anderen Eigenschaften (beispielsweise Einschaltstrom-
wert, Schwellenspannung und dergleichen) ausgelibt wird, ist der so genannte Kompromiss zwischen der
Spannungsfestigkeit und den anderen Eigenschaften nicht langer erforderlich, was zur Erleichterung der Ge-
staltung der Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung beitragt.

[0116] Indem ferner die dielektrische Hilfsschicht 3-2 wie vorstehend beschrieben tber die Flache von mehr

als 40% oder mehr vorgesehen wird, kann der Bereich, in dem die dielektrische Hilfsschicht 3-2 zur Stabilisie-
rung der Spannungsfestigkeit gebildet werden muss, definitiv bestimmt werden. Somit tritt nicht die Gefahr auf,
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dass die mechanische Festigkeit der Vorrichtung durch unnétige VergréRerung der dielektrischen Hilfsschicht
3-2 verschlechtert werden kénnte.

[0117] Da daruber hinaus die dielektrische Hilfsschicht 3-2 in zylindrischer Form mit einem Boden (in Form
einer Schale) gebildet wird und sowohl mit der primaren dielektrischen Schicht 3-1 als auch dem Halbleitersub-
strat 1 verbunden oder in Kontakt gebracht wird, kann die Haftfestigkeit gesteigert werden, was zur Stabilisie-
rung der Spannungsfestigkeit und Verldngerung der Lebensdauer der Halbleitervorrichtung beitragt. Insbeson-
dere in dem Fall, in dem die dielektrische Schicht 3-2 durch den PVSQA-Film gebildet wird, kann das Auftreten
von Rissen an den Grenzregionen zwischen der dielektrischen Hilfsschicht 3-2 einerseits und der primaren di-
elektrischen Schicht 3-1 und dem Halbleitersubstrat 1 andererseits jeweils vermieden werden. Somit kann eine
dielektrische Schicht verwirklicht werden, die mechanisch und elektrisch stabilisiert ist.

[0118] Ferner kann die Verwendung von PVSQ die Steuerung der gebildeten Filmdicke erleichtern, was fur
den Herstellungsprozess vorteilhaft ist.

Ausfuhrungsform 2

[0119] Im Zusammenhang mit der ersten Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung wurde der Prozess
zum Bilden der in Fig. 7 gezeigten Halbleitervorrichtung 100 nicht bertcksichtigt. Eine zweite Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung ist auf ein Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung 100 durch Bilden der
dielektrischen Schichten 3-1 jeweils auf beiden Oberflachen des aktiven Schichtsubstrats, Implantieren von
Stickstoff in die Hauptoberflache des aktiven Schichtsubstrats, Bonden des aus einem Sockelsilizium zusam-
mengesetzten Halbleitersubstrats 1 und Bilden eines Elektrodenmusters gerichtet.

[0120] Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart. mit dielekt-
rischer Trennung durch Bonden des Siliziumssockelsubstrats auf das aktive Schichtsubstrat nach der Stickst-
offimplantation gemaf der zweiten Ausfihrungsform der Erfindung unter Bezug auf Eig. 11 bis Fig. 13 erlau-
tert, welche in Schnittansichten die in diesem Verfahren auftretenden Schritte oder Prozesse darstellen.

[0121] In Eig. 11 bis Fig. 13 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen dhnlich sind,
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben
wird verzichtet.

[0122] Zunachst wird auf Fig. 11 Bezug genommen. Jeweils aus einem Oxidfilm gebildete dielektrische
Schichten 3-1 werden auf beiden Oberflachen des aktiven Schichtsubstrats 21 der Herstellung des gebonde-
ten SOI-Substrats vorausgehend gebildet, woraufhin die Stickstoffimplantation (siehe Pfeile 102 in Eig. 11) in
einer Hauptoberflache durchgeflihrt wird, auf der das Halbleitersubstrat 1 gebondet werden soll, wie weiter un-
ten beschrieben wird.

[0123] Nachfolgend wird das aus dem Siliziumssockel aufgebaute Halbleitersubstrat 1 auf die Hauptoberfla-
che des aktiven Schichtsubstrats 21 gebondet, in das Stickstoff implantiert wurde, wie Eig. 12 zeigt.

[0124] In dieser Stufe kann eine Glihbehandlung bei einer ausreichend hohen Temperatur, beispielsweise
1200°C oder mehr, durchgefihrt werden, um dadurch die Hauptoberflache des aktiven Schichtsubstrats 21 (d.
h. die mit Stickstoff implantierte Region) durch Bilden einer Stickstoffoxidfilmschicht 3-3 zu stabilisieren, wor-
aufhin die andere Hauptoberflache des aktiven Schichtsubstrats 21 poliert wird, um die Dicke des aktiven
Schichtsubstrats 21 auf einen gewilnschten Wert zu steuern.

[0125] Auf diese Weise kann das SOI-Substrat verwirklicht werden, das durch das aktive Schichtsubstrat 21
und das Halbleitersubstrat 1 aufgebaut ist, die miteinander verbunden bzw. gebondet sind.

[0126] Nachfolgend wird der Waferprozess ahnlich dem zuvor im Zusammenhang mit der ersten Ausfih-
rungsform der Erfindung beschriebenen an dem in Figur Ziffer 12 gezeigten SOI-Substrat ausgefihrt, worauf-
hin verschiedene Elemente, einschlief3lich einer Vorrichtung mit hoher Spannungsfestigkeit (Vorrichtung mit
hoher Sperrspannung) innerhalb des aktiven Schichtsubstrats 21 gebildet werden, wie in Fig. 13 gezeigt ist.
AnschlieBend wird in der Riickflache durch einen KOH-Atzungsprozess der Offnungsvorgang ausgefihrt.

[0127] In diesem Fall ist es bedingt durch das Vorhandensein der eingegrabenen dielektrischen Schicht, die

durch den Stickstoffoxidfilm 3-3 gebildet ist, moglich zu verhindern, dass die auf dem Oxidfilm gebildete die-
lektrische Schicht 3-1 durch den KOH-Atzungsprozess abgebaut wird. Nimmt man beispielsweise an, dass das
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Halbleitersubstrat 1 unter der Bedingung geatzt wird, dass eine KOH-L&sung mit 30% bei einer Umgebungs-
temperatur von 60°C verwendet wird, betragen die Atzungsgeschwindigkeiten fir Silizium, Oxidfilm und Stick-
stoffoxidfilm jeweils 40 um/h, 0,13 um/h und 0,01 um/h. DemgemaR ist die Auswirkungen des Atzungsvor-
gangs vorhersagbar.

[0128] Um die Belastung abzuschwachen, der das Halbleitersubstrat 1 ausgesetzt ist, ist es wiinschenswert,
die dielektrische Schicht 3-1 in einer relativ kleinen Dicke zu bilden, wie vorstehend in Verbindung mit der ers-
ten Ausflihrungsform der Erfindung erlautert. Ferner versteht es sich von selbst, dass eine ungleichmafige
Verdiinnung des Films auf Grund der ungleichméRigen KOH-Atzung auf das kleinstmégliche MaR vermindert
werden sollte.

[0129] Nachdem die dielektrische Schicht 3-1 und die Stickstoffoxidfilmschicht 3-3 freigelegt wurden, was
ohne nennenswerten Verlust vor sich geht, werden die Prozesse oder Schritte ausgefihrt, die den vorstehend
unter Bezug auf Fig. 10 beschriebenen ahnlich sind, um die Halbleitervorrichtung fertigzustellen, die in der
Lage ist, einer hohen Spannung zu widerstehen (d. h. eine Vorrichtung mit hoher Nennsperrspannung), wie in

Fig. 13 gezeigt.

[0130] Aufdiese Weise kdnnen elektrische Eigenschaften verwirklicht werden, die den vorstehend beschrie-
benen ahnlich sind.

[0131] Ferner kann durch das zusatzliche Vorsehen der dielektrischen Hilfsschicht 3-3 eine Variation der Film-
dicke der primaren dielektrischen Schicht 3-1, die im Verlauf der Herstellungsprozesse stattfindet, unterdriickt
werden, wodurch die gewlinschte Spannungsfestigkeitscharakteristik durch Verwirklichung der Filmdicke in
konstruktionsgemaRer Weise sichergestellt werden kann.

Ausfiuhrungsform 3

[0132] In dem Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung der Bauart mit dielektrischer Trennung ge-
mal der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung wird das Halbleitersubstrat 1 nach der Stickstoffimplantation
an das aktive Schichtsubstrat 21 gebondet. Eine dritte Ausfiihrungsform der Erfindung ist auf ein Verfahren zur
Herstellung der Halbleitervorrichtungen 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung durch Bonden des aktiven
Schichtsubstrats 21 auf das Halbleitersubstrat 1, nachdem eine dielektrische Schicht auf dem Halbleitersubst-
rat durch einen thermisch nitrierten Film oder einen CVD-Nitridfilm gebildet wurde, gerichtet.

[0133] Nachfolgend wird unter Bezug auf Eig. 14 bis Fig. 16 das Verfahren zur Herstellung der Halbleitervor-
richtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung durch Bonden des aktiven Schichtsubstrats 21 auf das
Halbleitersubstrat 1 nach dem Bilden eines thermisch nitrierten Films oder eines CVD-nitrierten Films (dielek-
trische Schicht) auf dem Halbleitersubstrat 1 gemaf der dritten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben.

[0134] In Fig. 14 bis Fig. 16 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind,
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben
wird verzichtet.

[0135] Wie Fig. 14 zeigt, werden zunachst die dielektrischen Schichten 3-4, die jeweils durch einen thermisch
nitrierten Film oder einen CVD-Nitridfilm gebildet sind, jeweils auf beiden Oberflachen des Halbleitersubstrats
1, das durch den Siliziumsockel gebildet ist, der Herstellung des gebondeten SOI-Substrats vorausgehend ge-
bildet.

[0136] AnschlieBend wird das in Fig. 14 gezeigte Halbleitersubstrat 1 auf die Hauptoberflache des aktiven
Schichtsubstrats 21 gebondet, auf dem die dielektrische Schicht 3-1 vorab durch einen Oxidfilm gebildet wur-
de, um dadurch das Halbleitersubstrat 1 und das aktive Schichtsubstrat 21 einheitlich zu integrieren.

[0137] In dieser Stufe wird die andere Hauptoberflache des aktiven Schichtsubstrats 21 poliert, um dadurch
die Dicke des aktiven Schichtsubstrats 21 auf einen gewtinschten Wert zu steuern. Durch diesen zusatzlichen
Prozess wird das in Fig. 15 gezeigte SOI-Substrat hergestellt.

[0138] SchlieBlich wird an dem in Fig. 15 gezeigten SOI-Substrat der Waferprozess ahnlich dem vorstehend

in Verbindung mit der ersten Ausfihrungsform der Erfindung beschriebenen durchgefihrt, woraufhin verschie-
dene Vorrichtungen, einschlieBlich der Spannungsfestigkeitsvorrichtung (Vorrichtung mit hoher Nennsperr-
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spannung) gebildet werden, wie in Fig. 16 gezeigt ist. Anschlieflend wird in der Ruckflache durch einen
KOH-Atzungsprozess geatzt, um dadurch die Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung
zu verwirklichen.

[0139] In diesem Fall ist es auf Grund des Vorhandenseins der eingegrabenen dielektrischen Schicht, die
durch die aus dem Nitridfilm gebildete dielektrische Schicht 3-4 gebildet wird, mdglich, das Schwinden der aus
dem Oxidfilm gebildeten dielektrischen Schicht 3-1 durch den KOH-Atzungsprozess zu verhindern, wie vorste-
hend in Verbindung mit der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung beschrieben.

[0140] Nachdem die dielektrischen Schichten 3-1 und 3-4 freigelegt wurden, was ohne nennenswerten Ver-
lust vor sich geht, werden die Prozesse ausgefiihrt, die den vorstehend unter Bezug auf Fig. 10 beschriebenen
ahnlich sind, um die Halbleitervorrichtung fertigzustellen, die in der Lage ist, einer hohen Spannung zu wider-
stehen (d. h. eine Vorrichtung mit hoher Nennsperrspannung), wie in Fig. 16 gezeigt.

[0141] Auf diese Weise kdnnen elektrische Eigenschaften verwirklicht werden, die den vorstehend beschrie-
benen ahnlich sind.

[0142] Ferner kénnen durch zuséatzliches Vorsehen einer weiteren dielektrischen Hilfsschicht 3-4, die durch
den thermisch nitrierten Film oder den CVD-Nitridfilm gebildet ist, die Variation oder UngleichmaRigkeit der
Filmdicke der primaren dielektrischen Schicht 3-1, die andernfalls im Verlauf des Herstellungsprozesses auf-
treten kann, wie vorstehend beschriebenen unterdriickt werden, wodurch die gewtinschte Spannungsfestig-
keitscharakteristik verwirklicht werden kann, wahrend die Filmdicke konstruktionsgemaf verwirklicht wird.

Ausfuhrungsform 4

[0143] In dem Fall der ersten bis dritten Ausfihrungsform der Erfindung wird die schalenahnliche offene Re-
gion durch teilweises Eliminieren des Halbleitersubstrats 1 auf der Seite der Rickflache der Halbleitervorrich-
tung 100 gebildet. Eine vierte Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist auf ein Verfahren zur Herstel-
lung der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung gerichtet, in der eine zylindrische of-
fene Region mit einer vertikalen Seitenwand unter Zuhilfenahme eines Hochgeschwindigkeits-Siliziumtro-
ckenatzungsprozesses gebildet wird.

[0144] Nachfolgend wird unter Bezug auf Eig. 17 bis Fig. 19 zusammen mit der vorstehend beschriebenen
Fig. 7 das Verfahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtungen 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung
durch Bilden einer zylindrischen offenen beziehungsweise mit Fenster versehenen Region, die einen Boden in
dem Halbleitersubstrat 1 hat, gemaR der vierten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0145] In Fig. 17 bis Fig. 19 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind,
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben
wird verzichtet.

[0146] Zunachst wird angenommen, dass in der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Tren-
nung die Isolatorfilmmaske 101 auf der Riickflache des Halbleitersubstrats 1 in der Weise gebildet wird, dass
die Kathodenelektrode 6 bedeckt ist und durch die gedffnete Region der Isolatorfilmmaske 101 umgeben ist.
Ferner wird angenommen, dass die von der offenen Region eingenommene Region so bestimmt ist, dass die
dielektrische Schicht 3-1 um die Kathodenelektrode 6 (iber eine Flache freiliegt, deren Radius mindestens 40%
der Distanz L (siehe Fig. 8) zwischen der Kathodenelektrode 6 und der Anodenelektrode 7 betragt.

[0147] Nachfolgend wird von der Ruckflache des Halbleitersubstrats 1 ein Hochgeschwindigkeits-Siliziumtro-
ckenatzungsprozess durchgefuhrt, wie durch Pfeile 105 in Fig. 17 angedeutet, um dadurch die gedffnete oder
freiliegende Region des Halbleitersubstrats 1 zu entfernen, das als eine Basis oder Sockelsubstrat dient, wie

in Fig. 17 gezeigt.

[0148] AnschlieBend wird die durch ein A-Harz gebildete dielektrische Schicht 3-2 selektiv in der offenen Re-
gion und einer Umfangsregion derselben durch eine Spritzbeschichtungsmaschine 103 (oder durch ein Abtast-
beschichtungverfahren unter Verwendung einer Microdlise) gebildet, wie in Eig. 18 gezeigt.

[0149] Indiesem Fall wird die Flache der durch die Spritzbeschichtungsmaschine 103 zu beschichtenden Re-

gion 104 (siehe die durch den Pfeil 104 bezeichnete Region) selektiv so bestimmt, dass die vorstehend ge-
nannte Flache weniger als das fiinffache der Gr6Re der Flache der Fensterregion oder gedffneten Region (100
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pm bis 300 um) hat. Ferner wird nach dem Auftragen der dielektrischen Schicht 3-2 der Hartungsprozess wie
vorstehend in Verbindung mit der ersten Ausfiihrungsform der Erfindung beschrieben ausgefihrt.

[0150] AnschlieRend wird die Rickflache des Halbleitersubstrats 1 poliert, um die Isolierfilmmaske 101 und
die dielektrische Schicht (A-Harzfilm) 3-2, die auf der Hauptoberflache des Halbleitersubstrats 1 gebildet ist,
zu entfernen. Danach wird die Ruckflachenelektrode 8 durch Bedampfen Uber der Rickflache neu gebildet,
wie in Fig. 19 gezeigt ist.

[0151] Auch in der Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung, in der der zylindrische
offene Abschnitt mit dem Boden auf der Seite der Riickflache gebildet ist, kbnnen die den vorstehend beschrie-
benen elektrischen Charakteristiken oder Effekten ahnlichen Eigenschaften verwirklicht werden.

[0152] Da ferner die zusétzliche dielektrische Hilfsschicht 3-2 gebildet wird, kdnnen Variationen oder Uneben-
heiten der Filmdicke der primaren dielektrischen Schicht, die andernfalls im Verlauf des Herstellungsprozesses
auftreten kénnen, unterdriickt werden, wie vorstehend beschrieben wurde, wodurch die gewlinschte Span-
nungsfestigkeitscharakteristik sichergestellt werden kann, wahrend die Filmdicke konstruktionsgemaf verwirk-
licht wird.

Ausfiuhrungsform 5

[0153] In dem Fall der vorstehend beschriebenen vierten Ausfiihrungsform wird die Rickflache des Halblei-
tersubstrats 1 nach der Bildung der offenen Region poliert. In einem Verfahren zur Herstellung der Halbleiter-
vorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung gemaf einer flinften Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung wird die Ruckflache des Halbleitersubstrats 1 mit Hochenergieionen bestrahlt, bevor die offene oder
mit Fenster versehene Region gebildet wird, um dadurch eine Siliziumschicht mit zerstorter Kristallinitat als
eine delaminierbare Schicht innerhalb des Halbleitersubstrats 1 zu bilden, so dass der Ruckflachenabschnitt
des Halbleitersubstrats 1 nach der Bildung der offenen Region delaminiert werden kann.

[0154] Nachfolgend wird unter Bezug auf Eig. 20 bis Fig. 22, die Prozesse oder Schritte jeweils in Schnittan-
sichten zeigen, zusammen mit den bereits beschriebenen Eig. 7 und Eig. 17 das Verfahren zur Herstellung der
Halbleitervorrichtung 100 der Bauart mit dielektrischer Trennung beschrieben, bei dem die offene Region nach
der Bildung der delaminierbaren Schicht innerhalb des Halbleitersubstrats 1 gebildet wird, so dass der Rick-
flachenabschnitt des Halbleitersubstrats 1 delaminiert werden kann.

[0155] In Fig. 20 bis Fig. 22 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind,
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben
wird verzichtet.

[0156] Wie Fig. 20 zeigt, wird die Halbleitervorrichtung 100 zunachst mit Hochenergieionen (beispielsweise
Wasserstoffionen) 106 von der Rickflache her bestrahlt, bevor die Isolatorfilmmaske 101 gebildet wird, um da-
durch eine Siliziumschicht 107 mit zerstorter Kristallinitat zu bilden, in der die Kristallinitat des Siliziums in einer
Region zerstort wird, die innerhalb des Halbleitersubstrats in einer vorbestimmten Tiefe von der Rickflache
liegt.

[0157] Nachfolgend wird die Isolatorfilmmaske 101 auf der Ruickflache der Halbleitervorrichtung 100 gebildet.
In diesem Fall wird die offene Region der Isolatorfilmmaske 101 so gebildet, dass sie die Kathodenelektrode 6
umgibt. Ferner wird die von der offenen Region eingenommene Region so bestimmt, dass die dielektrische
Schicht 3-1 um die Kathodenelektrode 6 Uber eine Flache freiliegt, deren Radius mindestens 40% der Distanz
L zwischen der Kathodenelektrode 6 und der Anodenelektrode 7 betragt.

[0158] Nachfolgend wird ein Hochgeschwindigkeits-Siliziumtrockenatzungsprozess von der Ruckflache des
Halbleitersubstrats 1 her ausgefiuhrt, um dadurch das Material des Halbleitersubstrats 1 in der offenen oder
freiliegenden Region zu entfernen, wie Fig. 17 zeigt.

[0159] AnschlieBend wird die aus einem A-Harzfilm gebildete dielektrische Schicht 3-2 selektiv in der offenen
Region und einer Umfangsregion derselben durch eine Spritzbeschichtungsmaschine 103 gebildet, wie

Fig. 21 zeigt.

[0160] In diesem Fall ist die Flache der von der Spritzbeschichtungsmaschine 103 zu beschichtenden Region
104 selektiv so bestimmt, dass die vorstehend genannte Flache weniger als das flinffache der GréRe der Fla-
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che der offenen Region hat (100 um bis 300 um). Nach dem Vollenden des Auftrags der dielektrischen Schicht
3-2 wird der Hartungsprozess ausgefiihrt.

[0161] AnschlieRend wird die Ruckflachenregion 108 unter Nutzung der Siliziumschicht 107 mit zerstorter
Kristallinitat, die als die delaminierbare Schicht gebildet ist, en Block delaminiert, um dadurch die Isolatorfilm-
maske 101 und die dielektrische Schicht (A-Harz Film) 3-2 zu entfernen, die auf dem Halbleitersubstrat 1 ge-
bildet sind (Sockelsubstrat). Ferner wird nach dem Polierprozess die Ruckflachenelektrode 8 auf der gesamten
Ruckflache durch Bedampfen neu gebildet, wie in Fig. 22 dargestellt.

[0162] Auf diese Weise kdnnen elektrische Charakteristiken und Effekte ahnlich den vorstehend beschriebe-
nen erzielt werden.

Ausfiuhrungsform 6

[0163] In dem Fall der funften Ausfihrungsform der Erfindung wird die Halbleitervorrichtung 100 an ihrer
Ruckseite mit den Hochenergieionen 106 bestrahlt, um die Siliziumschicht 107 mit zerstorter Kristallinitat zu
bilden. Im Gegensatz dazu wird gemaf einer sechsten Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung eine
Durchbruchsregion in dem eingegrabenen Isolatorfilm (dielektrische Schicht) vorgesehen, die innerhalb des
Halbleitersubstrats gebildet ist, wobei ein anodisierender Strom von der Seite der vorderen oder oberen Ober-
flache der Halbleitervorrichtung 100 zugefuhrt wird, um dadurch eine porése Siliziumschicht in dem Halbleiter-
substrat an Stelle der Siliziumschicht 107 mit zerstorter Kristallinitat zu bilden.

[0164] Nachfolgend wird unter Bezug auf Fig. 23 bis Fig. 25, die jeweils Prozesse in Schnittansichten zeigen,
zusammen mit den vorstehend genannten Eig. 7 und Eig. 17 das Verfahren zur Herstellung der Halbleitervor-
richtung 100 mit dielektrischer Trennung gemaf der sechsten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben, bei dem die pordse Siliziumschicht 112 als delaminierbare Schicht innerhalb des Halbleitersub-
strats 109 gebildet wird.

[0165] In Fig. 23 bis Fig. 25 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind,
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben
wird verzichtet.

[0166] Ferner entspricht das Halbleitersubstrat 109 dem vorstehend beschriebenen Halbleitersubstrat 1 und
wird durch ein Substrat des p-Typs gebildet.

[0167] Wie Eig. 23 zeigt, wird zunachst in dem SOI-Substrat, welches das Halbleitersubstrat 109 als Basis
oder Sockel enthalt, eine Durchbruchsregion als ein Teil des eingegrabenen Isolatorfiims (dielektrische
Schicht) 3-1 vorgesehen, die im voraus innerhalb der Halbleitervorrichtung 100 gebildet wird. Eine aktive Re-
gion 110 des p-Typs, die Uber die Durchbruchsregion der dielektrischen Schicht 3-1 in Kontakt mit dem Halb-
leitersubstrat 109 ist, wird durch eine Graben-isolierte Region (Isolatorfilm) 9 umgeben, die von der n™-Halblei-
terschicht 2 (aktive SOI-Schicht) isoliert ist.

[0168] Ferner wirdin Eig. 23 an dem SOI-Substrat ein Waferprozess durchgefihrt, um die Halbleiterelemente
primar in der aktiven SOI-Schicht 2 zu bilden, woraufhin ein anodisierender Strom 111 von der aktiven Region
110 des p-Typs zu dem Halbleitersubstrat 109 (siehe Pfeile) geleitet wird. Durch diesen Prozess wird eine po-
rose Siliziumschicht 112, die als die delaminierbare Schicht (nachfolgend beschrieben) dienen soll, auf einer
Hauptebene nahe an der Rickflache des Halbleitersubstrats 109 gebildet.

[0169] Nachfolgend wird die Isolatorfilmmaske 101 so gebildet, dass sie die Kathodenelektrode 6 auf der po-
rosen Siliziumschicht 112 umgibt, wie in Fig. 7 gezeigt. In diesem Fall ist die von der offenen Region der Iso-
latorfilmmaske 101 eingenommene Region so bestimmt, dass die dielektrische Schicht 3-1 um die Kathoden-
elektrode 6 Uber eine Flache freiliegt, deren Radius mindestens 40% der Distanz L zwischen der Kathodene-
lektrode 6 und der Anodenelektrode 7 betragt, wie vorstehend beschrieben.

[0170] AnschlieRend wird ein Hochgeschwindigkeits-Siliziumtrockenatzungsprozess von der Rickflache des
Halbleitersubstrats 109 her durchgefiihrt, um dadurch das Halbleitersubstrat 109 zu entfernen, wie in Fig. 17
gezeigt.

[0171] Danach wird der A-Harzfilm 3-2 selektiv in der offenen Region und einer Umfangsregion derselben un-
ter Verwendung der Spritzbeschichtungsmaschine 103 gebildet, wie in Eig. 24 gezeigt.
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[0172] In diesem Fall ist die Flache der von der Spritzbeschichtungsmaschine 103 mit dem A-Harzfilm 3-2 zu
beschichtenden Region 104 selektiv so bestimmt, dass die vorstehend genannte Flache weniger als das flinf-
fache der Grof3e der Flache der offenen Region hat (100 pm bis 300 pm). Nach dem Vollenden des Auftrags
des A-Harzfilms 3-2 wird der Hartungsprozess wie vorstehend beschrieben ausgefiihrt.

[0173] AnschlieBend wird die Rickflachenregion des Halbleitersubstrats 109 unter Nutzung der pordsen Si-
liziumschicht 112, die als die delaminierbare Schicht dient, en Block delaminiert, um dadurch die Isolatorfilm-
maske 101 und den A-Harzfilm 3-2 zu entfernen, die auf der Hauptoberflache des Halbleitersubstrats 1 gebildet
sind. Ferner wird nach dem Polierprozess die Rickflachenelektrode 8 auf der Riickflache durch Bedampfen
neu gebildet (Fig. 25).

[0174] Auf diese Weise kdnnen elektrische Charakteristiken und Effekte ahnlich den vorstehend beschriebe-
nen erzielt werden.

Ausfuhrungsform 7

[0175] In dem Fall der vorstehend beschriebenen flinften Ausfihrungsform (Fig. 20 bis Fig. 22) wird die die-
lektrische Schicht (A-Harzfilm) 3-2 unter Verwendung der Spritzbeschichtungsmaschine 103 nach dem Bilden
der offenen Region gebildet. Bei dem Herstellungsverfahren fiir eine Halbleitervorrichtung gemaf der siebten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird die dielektrische Schicht 3-2, die aus einem dicken
CVD-Oxidfilm gebildet ist, unter Nutzung eines Hochgeschwindigkeits-CVD-Ablagerungsprozesses gebildet.

[0176] Nachfolgend wird unter Bezug auf Fig. 26 bis Fig. 28, die Herstellungsprozesse jeweils in Schnittan-
sichten zeigen, zusammen mit den vorstehend beschriebenen Eig. 7 und Eia. 17 das Verfahren zur Herstel-
lung der Halbleitervorrichtung 100 mit dielektrischer Trennung gemaf der siebten Ausflihrungsform der vorlie-
genden Erfindung beschrieben, bei der ein CVD-Oxidfilm (dielektrische Schicht) 3-2 durch einen Hochge-
schwindigkeits-CVD-Ablagerungsprozess auf der offenen Region und deren Umfangsregion gebildet wird.

[0177] Im Ubrigen entsprechen Fig. 26 bis Fig. 28 den vorstehend beschriebenen Fig. 20 bis Fig. 22. In
Eig. 26 bis Fig. 28 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind, mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben wird verzichtet.

[0178] Wie Fig. 26 zeigt, wird die Halbleitervorrichtung 100 zunachst mit Hochenergieionen (beispielsweise
Wasserstoffionen) 106 von ihrer Ruckflache her bestrahlt, um dadurch eine Siliziumschicht 107 mit zerstorter
Kristallinitat zu bilden, in der die Kristallinitat des Siliziums in einer Region zerstort wird, die innerhalb des Halb-
leitersubstrats 1 in einer vorbestimmten Tiefe unter der Riickflache liegt.

[0179] Nachfolgend wird die Isolatorfilmmaske 101 auf der Riickflache der Halbleitervorrichtung 100 so ge-
bildet, dass sie die Kathodenelektrode 6 umgibt, wie Fig. 7 zeigt. Ferner wird die von der gedffneten Region
der Isolatorfilmmaske 101 eingenommene Region tber eine Flache um die Kathodenelektrode 6 freigelegt, de-
ren Radius mindestens 40% der Distanz L zwischen der Kathodenelektrode 6 und der Anodenelektrode 7 be-
tragt.

[0180] Nachfolgend wird ein Hochgeschwindigkeits-Siliziumtrockenatzungsprozess von der Rickflache der
Halbleitervorrichtung 100 her ausgefiihrt, um dadurch das Material des Halbleitersubstrats 1 zu entfernen oder
zu eliminieren und dadurch die gedtffnete Region zu bilden, wie Fig. 17 zeigt.

[0181] AnschlieRend wird die aus dem dicken CVD-Oxidfilm gebildete dielektrische Schicht 3-2 durch den
Hochgeschwindigkeits-CVD-Abscheidungsprozess gebildet, wie Fig. 27 zeigt.

[0182] AnschlieRend wird die Ruckflachenregion 108 unter Nutzung der Siliziumschicht 107 mit zerstorter
Kristallinitat, die als die delaminierbare Schicht gebildet ist, en Block delaminiert, um dadurch die Isolatorfilm-
maske 101 und den CVD-Oxidfilm (dielektrische Schicht) 3-2 zu entfernen, die auf der Hauptoberflache des
Halbleitersubstrats 1 gebildet sind. Ferner wird nach dem Polierprozess die Rickflachenelektrode 8 auf der
Ruckflache durch Bedampfen neu gebildet, wie in Fig. 28 dargestellt.

[0183] Auf diese Weise kdnnen elektrische Charakteristiken und Effekte ahnlich den vorstehend beschriebe-
nen erzielt werden.
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Ausfiuhrungsform 8

[0184] In dem Fall der vorstehend beschriebenen sechsten Ausfiihrungsform (Fig. 23 bis Fig. 25) wird die di-
elektrische Schicht (A-Harzfilm) 3-2 unter Verwendung der Spritzbeschichtungsmaschine 103 nach dem Bilden
der gedffneten Region gebildet. In dem Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung gemaf einer ach-
ten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung wird die aus einem dicken CVD-Oxidfilm gebildete dielektri-
sche Schicht 3-2 unter Nutzung eines Hochgeschwindigkeits-CVD-Abscheidungsprozesses verwirklicht.

[0185] Nachfolgend wird unter Bezug auf Fig. 29 bis Fig. 31, die Herstellungsprozesse jeweils in Schnittan-
sichten zeigen, zusammen mit den vorstehend beschriebenen Fig. 7 und Fig. 17 das Verfahren zur Herstel-
lung der Halbleitervorrichtung 100 mit dielektrischer Trennung gemaR der achten Ausfihrungsform der vorlie-
genden Erfindung beschrieben, bei der ein CVD-Oxidfilm (dielektrische Schicht) 3-2 durch einen Hochge-
schwindigkeits-CVD-Ablagerungsprozess auf der offenen Region und deren Umfangsregion gebildet wird.

[0186] Im Ubrigen entsprechen Fig. 29 bis Fig. 31 den vorstehend beschriebenen Fig. 23 bis Fig. 25. In
Fig. 29 bis Fig. 31 sind Teile oder Komponenten, die den vorstehend beschriebenen ahnlich sind, mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und auf die Wiederholung der detaillierten Beschreibung derselben wird verzichtet.

[0187] Wie Fig. 29 zeigt, enthalt zunachst das SOI-Substrat, welches das Halbleitersubstrat 109 des p-Typs
als Sockel oder Basis enthalt, eine Durchbruchsregion, die als ein Teil des eingegrabenen Isolatorfilms (dielek-
trische Schicht) 3-1 im voraus vorgesehen wurde. Eine aktive Region 110 des p-Typs, die Uber die Durch-
bruchsregion mit dem Halbleitersubstrat 109 in Kontakt steht, ist von einer Graben-isolierten Region 9 umge-
ben.

[0188] Ferner wird an dem in Fig. 29 gezeigten SOI-Substrat ein Waferprozess durchgefiihrt, um die Halblei-
terelemente priméar in der n™-Halbleiterschicht 2 (aktiven SOI-Schicht) zu bilden, woraufhin ein anodisierender
Strom 111 von der aktiven Region 110 des p-Typs zu dem Halbleitersubstrat 109 geleitet wird. Durch diesen
Prozess wird auf einer Hauptebene des Halbleitersubstrats 109 eine pordse Siliziumschicht 112 gebildet.

[0189] AnschlieBend wird die Isolatorfilmmaske 101 so gebildet, dass sie die Kathodenelektrode 6 auf der po-
rosen Siliziumschicht 112 umgibt, wie Eig. 7 zeigt. Die von der gedffneten Region der Isolatorfilmmaske 101
eingenommene Flache ist so bestimmt, dass die dielektrische Schicht 3-1 um die Kathodenelektrode 6 tber
eine Flache freigelegt ist, deren Radius mindestens 40% der Distanz L zwischen der Kathodenelektrode 6 und
der Anodenelektrode 7 betragt.

[0190] Nachfolgend wird an der Riickflache des Halbleitersubstrats 109 ein Hochgeschwindigkeits-Silizium-
trockenatzungsprozess durchgefiihrt, um dadurch das Halbleitersubstrat 109 zu eliminieren, wie in Verbindung
mit Fig. 17 erlautert.

[0191] AnschlieBend wird die dielektrische Schicht 3-2 aus dickem CVD-Oxidfilm durch den Hochgeschwin-
digkeits-CVD-Ablagerungsprozess gebildet, wie Fig. 30 zeigt.

[0192] SchlieBlich wird die Ruckflache unter Nutzung der pordsen Siliziumschicht 112, die als die delaminier-
bare Schicht dient, delaminiert, um dadurch die Isolatorfimmaske 101 und den CVD-Oxidfilm (dielektrische
Schicht) 3-2, die auf der Hauptoberflache des Halbleitersubstrats 109 gebildet sind, zu entfernen. Nach dem
Polierprozess wird die Ruckflachenelektrode 8 lber der Ruickflache durch Bedampfen neu gebildet, wie

Fig. 31 zeigt.

[0193] Auf diese Weise kénnen die elektrischen Charakteristiken oder Effekte dhnlich den vorstehend be-
schriebenen verwirklicht werden.

[0194] An diesem Punkt sei hinzugefligt, dass die Beschreibung der Ausfiihrungsformen 1 bis 8 unter der An-
nahme erfolgte, dass die vorliegende Erfindung auf die Halbleitereinrichtung 100 angewandt wird, die als die
SOI-Diode dienen soll. Es versteht sich jedoch, dass die hierin offenbarte Lehre der vorliegenden Erfindung
gleichermallen auf SOI-MOSFETs, SOI-IGBTs und andere Vorrichtungen der lateralen Arraybauart mit hoher
Nennspannung, die auf dem SOI allgemein implementiert werden, mit gleichermalen vorteilhaften Effekten
Anwendung finden kann.
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Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung, enthaltend:
ein Halbleitersubstrat (1);
eine primare dielektrische Schicht (3-1), die unmittelbar an einer gesamten Region einer ersten Hauptoberfla-
che des Halbleitersubstrats (1) angeordnet ist;
eine erste Halbleiterschicht (2) eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer niedrigen Verunreinigungskonzentrati-
on, die auf einer Oberflache der primaren dielektrischen Schicht (3-1) dem Halbleitersubstrat (1) gegeniiber-
liegend angeordnet ist, so dass die primare dielektrische Schicht (3-1) zwischen der ersten Halbleiterschicht
(2) des ersten Leitfahigkeitstyps und dem Halbleitersubstrat (1) sandwichartig eingelegt ist;
eine zweite Halbleiterschicht (4) eines ersten Leitfahigkeitstyps mit einer hohen Verunreinigungskonzentration,
die selektiv in der ersten Halbleiterschicht (2) oder auf deren Oberflache gebildet ist;
eine dritte Halbleiterschicht (5) eines zweiten Leitfahigkeitstyps mit einer hohen Verunreinigungskonzentration,
die so angeordnet ist, dass sie einen dulReren Umfangsrand der ersten Halbleiterschicht (2) in einem Abstand
umgibt;
einen ringartigen Isolatorfilm (9), der so angeordnet ist, dass er einen duReren Umfangsrand der dritten Halb-
leiterschicht (5) umgibt;
eine erste Hauptelektrode (6), die in Kontakt mit einer Oberflache der zweiten Halbleiterschicht (4) angeordnet
ist;
eine zweite Hauptelektrode (7), die in Kontakt mit einer Oberflache der dritten Halbleiterschicht (5) angeordnet
ist;
eine plattenartige Ruckflachenelektrode (8), die unmittelbar an einer zweiten Hauptoberflaiche des Halbleiter-
substrats (1) auf einer der ersten Hauptoberflache des Halbleitersubstrats (1) entgegengesetzten Seite ange-
ordnet ist;
und eine erste dielektrische Hilfsschicht (3-2), die unmittelbar unterhalb der zweiten Halbleiterschicht (4) an-
geordnet ist und mindestens einen Abschnitt hat, der mit einer zweiten Hauptoberflache der primaren dielekt-
rischen Schicht (3-1) verbunden ist,
wobei die erste dielektrische Hilfsschicht (3-2) so angeordnet ist, dass ein Ende derselben an einer Position
angeordnet ist, die der ersten Hauptelektrode (6) entspricht und sich tber eine Region mit einer Grole er-
streckt, die nicht kleiner als 40% einer Distanz zwischen der ersten Hauptelektrode (6) und der zweiten Haup-
telektrode (7) ist;
wobei die erste dielektrische Hilfsschicht (3-2) in zylindrischer Form mit einem Boden und schalenahnlich ge-
formt ist und sowohl mit dem Halbleitersubstrat (1) als auch der primaren dielektrischen Schicht (3-1) verbun-
den ist.

2. Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 1, wobei eine zweite dielektrische Hilfs-
schicht (3-3) zwischen der ersten dielektrischen Hilfsschicht (3-2) und der priméaren dielektrischen Schicht (3-1)
angeordnet ist.

3. Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 2, wobei die zweite dielektrische Hilfs-
schicht (3-3) durch einen thermisch nitrierten Film oder alternativ durch einen CVD-Nitridfilm gebildet ist.

4. Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei das Halblei-
tersubstrat (1) eine Halbleiterregion des p-Typs enthalt, die einstiickig mit dem Halbleitersubstrat gebildet ist.

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung in der Form einer Halb-
leitervorrichtung des lateralen Array-Typs mit hoher Nennspannung, die in einem dielektrisch isolierten Subst-
rat (2) implementiert ist und eine erste Hauptelektrode (6) und eine zweite Hauptelektrode (7) hat, die so ge-
bildet ist, dass sie die erste Hauptelektrode (6) umgibt, und ein Halbleitersubstrat (1) enthalt, das auf einer
Ruckflachenseite des dielektrisch isolierten Substrats angeordnet ist, um als Sockel zu dienen, enthaltend die
Schritte:

Entfernen des Halbleitersubstrats (1) durch Atzung mit KOH innerhalb einer Region, die die erste Hauptelekt-
rode (6) bedeckt und sich Uber eine Flache mit einer Grof3e erstreckt, die nicht kleiner als 40% einer Distanz
zwischen der ersten Hauptelektrode (6) und der zweiten Hauptelektrode (7) ist;

Bilden eines ersten vergrabenen Isolatorfilms (3-1) in der Region; und

Bilden eines zweiten vergrabenen Isolatorfilms (3-2) unmittelbar unterhalb des ersten vergrabenen Isolator-
films in Kontakt mit diesem.

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 5, wo-
bei der zweite vergrabene Isolatorfilm (3-2) aus einem geharteten Film aus mindestens einem hartbaren Poly-
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mer gebildet wird, das ausgewahlt ist aus einer Gruppe bestehend aus einem Polymer der Siliziumserie, einem
Polymer der Polyimidserie, einem Polymer der Polyimidsiliziumserie, einem Polymer der Polyallylenetherserie,
einem Polymer der Bis-benzo-cyclobutanserie, einem Polymer der Polychinolinserie, einem Polymer der Per-
fluorkohlenwasserstoffserie, einem Polymer der Fluorkohlenwassserstoffserie, einem Polymer der aromati-
schen Kohlenwasserstoffserie, einem Polymer der Borazinserie und Halogeniden oder Deuteriden einzelner
vorstehend genannter Polymere.

7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 5 oder
6, wobei der zweite vergrabene Isolatorfilm (3-2) aus einem geharteten Film aus einem Polymer der Silizium-
serie gebildet wird, das durch die folgende allgemeine Formel (1) dargestellt ist:

[Si(042)a [R'SI(O;2)3) [R?RSi(O4,), ], [R*R°RSIO ], (1)

worin R', R%, R®, R* R® und R® die gleiche oder eine unterschiedliche Arylgruppe, Wasserstoffgruppe, Alkyl-
gruppe der aliphatischen Serie, Trialkylsilylgruppe, Deuteriumgruppe, Deuteroalkylgruppe, Fluorgruppe, Fluo-
ralkylgruppe oder funktionelle Gruppe mit ungesattigten Bindungen darstellen und k, 1, m, und n ganze Zahlen
jeweils grofder als 0 (Null) sind, und ,2k + (3/2)l + m + (1/2)n" eine natlrliche Zahl darstellt, und wobei das mitt-
lere Molekulargewicht jedes Polymers grofier als ,50" inklusive ist, und molekulare Endgruppen gleiche oder
unterschiedliche Arylgruppen, Wasserstoffgruppen, Alkylgruppen der aliphatischen Serie, Hydroxylgruppen,
Trialkylsilylgruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen oder funktio-
nelle Gruppen mit ungesattigten Bindungen sind.

8. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 5 oder
6, wobei der zweite vergrabene Isolatorfilm (3-2) durch einen geharteten Film eines Polymers der Siliziumserie
mit einer leiterartigen Struktur gebildet wird, das durch die nachstehend angegebene allgemeine Formel (2)
dargestellt ist:

[

R 30 Si 0

5

0 c e e (2)

R0 Si 0 / Re
\ R n

worin R, und R, gleiche oder unterschiedliche Arylgruppen, Wasserstoffgruppen, Alkylgruppen der aliphati-
schen Serie, Hydroxylgruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen
oder funktionelle Gruppen mit ungeséttigten Bindungen darstellen, R;, R,, R; und R, gleiche oder unterschied-
liche Wasserstoffgruppen, Arylgruppen, Alkylgruppen der aliphatischen Serie, Trialkylsilylgruppen, Hydroxyl-
gruppen, Deuteriumgruppen, Deuteroalkylgruppen, Fluorgruppen, Fluoralkylgruppen oder funktionelle Grup-
pen mit ungesattigten Bindungen darstellen und worin n eine ganze Zahl darstellt und das mittlere Molekular-
gewicht jedes Polymers groRer als ,50" inklusive ist.

9. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 5 bis
8, wobei der zweite vergrabene Isolatorfilm (3-2) Lack oder alternativ Harz enthalt und lber eine gesamte Re-
gion des dielektrisch isolierten Substrats gebildet ist oder alternativ selektiv auf dem dielektrisch isolierten Sub-
strat durch einen Auftragprozess gebildet ist, der ausgewabhlt ist aus einer Gruppe bestehend aus einem Ro-
torauftragprozess, einem Spritzauftragprozess mit Mikrospritzstrahlen und einem Abtastauftragprozess mit ei-
ner Mikrodise.

10. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 9,
wobei die zweite vergrabene Isolatorschicht (3-2) durch Auftragen eines ersten Lackes, der durch PVSQ mit
150 k Molekulargewicht, das in einer Anisollésung mit 10 Gew.-% geldst wird, hergestellt wird, und eines zwei-
ten Lackes, der durch PVSQ mit 150 k Molekulargewicht, das in einer Anisollésung mit 15 Gew.-% geldst wird,
hergestellt wird, sequenziell bei 100 min™ Gber 5 Sekunden, 300 min™' Giber 10 Sekunden und 500 min~' Gber
60 Sekunden gebildet wird, und
dass nach dem Auftragprozess ein Hartungsprozess durch allmahliches Abklhlen bei einer Temperatur von
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350°C uber mindestens eine Stunde durchgefiihrt wird.

11. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach einem der An-
spriche 5 bis 10, ferner enthaltend die Schritte:
Bilden einer Siliziumschicht (107) mit zerstorter Kristallinitdt nach der Bildung des zweiten vergrabenen Isola-
torfilms (3-2), und
teilweises Entfernen des dielektrisch isolierten Substrats (2) unter Nutzung der Siliziumschicht (107) mit zer-
storter Kristallinitat als delaminierbare Schicht.

12. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit dielektrischer Trennung nach Anspruch 11,
wobei die Siliziumschicht (107) mit zerstorter Kristallinitat durch eine pordse Siliziumschicht gebildet wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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